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Goals 
•  Iden;fy	  clusters	  of	  users	  with	  similar	  simula;on	  pa@erns	  	  
•  Measure	  the	  impact	  of	  nanoHUB	  in	  terms	  of	  academics	  courses,	  events,	  and	  research	  
•  Establish	  nanoHUB	  as	  a	  gateway	  of	  opportunity	  for	  collabora;on	  in	  nanotechnology	  

Over	  60,000	  simula/ons	  annually	  	  

Association Rules 
Associa;on	   rules	   is	   a	   data	   mining	   method	   suggested	   by	   Agrawal	   [1].	   In	   our	   case	   it	  
represents	  the	  associa;on	  between	  tools	  on	  nanoHUB.	  

•  Confidence	  is	  the	  percentage	  of	  cases	  containing	  A	  that	  also	  contain	  B	  

	  

•  Support	  (cases)	  is	  the	  percentage	  of	  cases	  in	  data	  that	  contains	  both	  A	  and	  B	  
	  
 
 
qdot:	  Computes	  the	  eigenstates	  of	  a	  par;cle	  in	  a	  box	  of	  various	  shapes	  including	  domes,	  
pyramids	  and	  mul;layer	  structures	  
mosfet:	  	  Simulates	  the	  current-‐voltage	  characteris;cs	  for	  bulk,	  SOI,	  and	  double-‐gate	  
Field	  Effect	  Transistors	  
antsy: An	  assembly	  of	  several	  individual	  tools	  that	  provide	  an	  easy	  step	  into	  a	  basic	  
understanding	  of	  nanotechnology	  structures	  and	  devices	  
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Fall	  2014	  
{	  	  qdot,	  mosfet	  	  	  	  =>	  	  	  antsy	  	  }	  

Results	  
•  13041	  rules	  
•  5	  Powerful	  Rules	  

{padre	  =>	  moscap}	  Spring	  2014	  

moscap:	  	  Simulates	  the	  one-‐dimensional	  electrosta;cs	  in	  typical	  single	  and	  dual-‐gate	  
Metal-‐Oxide-‐Semiconductor	  device	  structures	  
padre:	  A	  2D/3D	  simulator	  for	  electronic	  devices,	  such	  as	  MOSFET	  transistors	  
	  

Results	  
•  Confidence	  =	  0.923	  
•  Users	  =	  24	  

Japanese Rules  
Summer 2014 

Nano/Bio	  Robo;cs	  Laboratory	  (NRL)	  

Rule	   Confidence	   Users	  
{nanofinfet	  =>	  feDoy}	   1	   16	  
{moscntr	  =>	  kronig_penney}	  	   0.75	   6	  
{kronig_penney	  =>	  cntbands-‐ext}	  	   0.71	   5	  

feDoy:	  Calculates	  the	  ballis;c	  I-‐V	  characteris;cs	  for	  conven;onal	  MOSFETs,	  Nanowire	  
MOSFETs,	  and	  Carbon	  NanoTube	  MOSFETs	  
nanofinfet:	  Simulates	  the	  nanoscale	  mul;gate-‐FET	  structures	  (finFET	  and	  nanowire)	  using	  
drie	  diffusion	  approaches	  

•  If	  a	  user	  runs	  qdot	  and	  mosfet	  ,	  the	  probability	  of	  	  the	  user	  
running	  antsy	  is	  77.5	  %	  (Confidence	  =	  0.775)	  

•  There	  are	  31	  different	  users	  in	  the	  rule	  	  

Consequent	  (B)	  Antecedent	  (A)	  

Ins;tute	  for	  Quantum	  Electronics	  
Nano-‐TCAD	  

moscntr:	  Simulates	  2-‐D	  electrons	  transport	  in	  CNTFET	  
kronig_penney:	  Solves	  the	  ;me	  independent	  Schrodinger	  equa;on	  for	  arbitrary	  periodic	  
poten;als	  
cntbands-‐ext:	  Simulates	  E-‐k	  and	  DOS	  of	  CNTs	  and	  graphene	  nanoribbons	  

www.nanoHUB.org	  

Rule	  parameters	  
•  Confidence	  ≥	  0.7	  
•  Users	  ≥	  5	  

I-25 

Con$idence(A=>B)=  P(B|A)  =P(A∩B)/P(A)

support(A=>B)=  P(A∩B)


